wo 2012/013416 A1 I 0T 00 AN

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES

PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

i
2

‘Z

Internationales Biiro

[@S\

(43) Internationales Veriffentlichungsdatum )\-\_L/ (10) Internationale Veroffentlichungsnummer
2. Februar 2012 (02.02.2012) PCT WO 2012/013416 Al
(51) Internationale Patentklassifikation: (74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENT-
HOIL 21/56 (2006.01) HO01L 21/60 (2006.01) ANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstrae 55,
HOIL 23/31 (2006.01) HO3H 9/10 (2006.01) 80339 Miinchen (DE).

B1B 7/00 (2006.01) (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/059961 Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
(22) Internationales Anmeldedatum: AM, AQ, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
15’ Juni 2011 (15.06.2011) BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
: R DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
(25) Einreichungssprache: Deutsch GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,
(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
(30) Angaben zur Prioritiit: NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,
102010 032 506.6 28. Juli 2010 (28.07.2010) DE SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, 8Y, TH, TJ, TM, TN,

TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
(71) Anmelder: EPCOS AG [DE/DE]; St.-Martin-Strafie 53, .
81669 Miinchen (DE). (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
(72) Erfinder; und GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ,
(75) Erfinder/Anmelder (nur fir US): LEE, Kim Choong UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,

[SG/SG]; 686D Choa Chu, Kang Crescent #12-270, Sin-
gapore 684686 (SG). HUESGEN, Marc [DE/SG]; 78,
Lorong K Telok, Kurau #05-01, Singapore 425701 (SG).

RU, TJ, TM), europiisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SL, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: MODULE AND PRODUCTION METHOD
(54) Bezeichnung : MODUL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN

A N VO N U W G
\ VL) RN )
[ N
Ju ! NN
A I~ /A/ |
/

6

8

(57) Abstract: The invention specifies a module comprising a carrier substrate (6) having an electrical wiring and a component
chip mounted on the carrier substrate (6) using flip-chip technology, wherein the component chip (1) has, on its surface (2) facing
the carrier substrate (6), component structures (3), a supporting frame (4) and supporting elements (5), the supporting elements (5)
produce an electrical connection between the component structures (3) and the electrical wiring of the carrier substrate (6), and the
height of the supporting elements and the height of the supporting frame (4) correspond. Furthermore, the invention specifies a
method for producing the module.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung gibt ein Modul an, welches ein Trégersubstrat (6) mit einer elektrische Verdrahtung und einen in Flip-Chip-Tech-
nik auf dem Trégersubstrat (6) montierten Bauelementchip aufweist, wobei der Bauelementchip (1) aut seiner zum Tragersubstrat
(6) weisenden Oberfldche (2) Bauelementstrukturen (3), einen Stiitzrahmen (4) und Stiitzelemente (5) aufweist, die Stiitzelemente
(5) eine elektrische Verbindung zwischen den Bauelementstrukturen (3) und der elektrischen Verdrahtung des Tragersubstrats (6)
herstellen und die Hohe der Stiitzelemente und die Hohe des Stiitzrahmens (4) iibereinstimmen. Ferner gibt die Erfindung ein Her-
stellungsverfahren tiir das Modul an.
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Beschreibung

Modul und Herstellungsverfahren

Die Erfindung betrifft ein Modul, bei dem ein Bauelementchip
im Flip-Chip-Verfahren auf einem Tragersubstrat aufgebracht

ist.

Bei dem Bauelementchip handelt es sich insbesondere um einen
SAW-Filter-Chip, der auf seiner Oberfldche empfindliche
Bauelementstrukturen aufweist. Diese Bauelementstrukturen
sind mechanisch empfindlich und koénnen beispielsweise durch
einen Hohlraum geschiitzt werden. Dazu kdnnte beispielsweise

ein Gehduse des Bauelementchips dienen.

Fiir solche Bauelemente ist beispielsweise aus

DE 10 2006 025 162 B3 eine Bauelementverkapselung bekannt,
bei der ein die Bauelementstrukturen tragender Bauelementchip
in Flip-Chip-Technik mit Hilfe von Bump-Verbindungen auf
einem Tragersubstrat montiert und im Abstand zum
Tragersubstrat Uber diesem angeordnet ist. Dabei wird auf der
Oberflache des Tragersubstrats ein Rahmen ausgebildet, der
auf der Oberflache des Bauelementchips aufliegt oder einen
schmalen Spalt beldsst und so einen die Bauelementstrukturen
aufnehmenden Hohlraum ausbildet. Der Hohlraum ist nach auBen
durch ein Dichtmaterial abgedichtet. Zusdtzlich sind
Stiitzelemente vorgesehen, die den Bauelementchip mechanisch
stiitzen und auch elektrische Verbindungen zwischen

Bauelementchip und Tragersubstrat herstellen.

Des Weiteren ist aus DE 10 2007 025 992 Al ein MEMS-Package
bekannt, bei dem auf einem Substrat ein Stitzrahmen

aufgebracht ist. In einem alternativen Ausfihrungsbeispiel
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wird diese Rahmenstruktur auf dem Chip selbst aufgebracht.
Die elektrischen Verbindungen zwischen Bauelementchip und

Tragersubstrat erfolgen Uber Bumps.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Modul
anzugeben, das einfach herzustellen ist und bei dem auf einem
Chip angeordnete Bauelemente nicht durch ein separates

Gehause geschiitzt werden miissen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch ein Modul mit dem
Merkmalen von Anspruch 1 geldst. Anspruch 8 betrifft ein
Herstellungsverfahren fir ein erfindungsgemédfles Modul.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand

der weiteren Anspriiche.

Es wird ein Modul vorgeschlagen, welches einen in Flip-Chip-
Technik auf einem ein- oder mehrschichtigen Tragersubstrat
aufgebrachten Bauelementchip umfasst. Auf seiner zum
Tragersubstrat weisenden Oberfliche weist dieser
Bauelementchip Bauelementstrukturen, einen Stiitzrahmen und
Stliitzelemente auf. Ferner wird durch die Stitzelemente
und/oder den Stlutzrahmen eine elektrische Verbindung zwischen
den Bauelementstrukturen des Bauelementchips und dem
Tragersubstrat hergestellt. Die Stiitzelemente und der
Stlitzrahmen werden in einem gemeinsamen Verfahrensschritt auf
der Oberfliache des Bauelementchips hergestellt, so dass sich
bei der Herstellung die HOhen der Stiitzelemente und des
Stiitzrahmens leicht so einrichten lassen, das sie

Ubereinstimmen.

Bei dem erfindungsgemalen Modul ist es moglich, in einem
einzigen oder mehreren Verfahrensschritten einen oder mehrere

Bauelementchips in Flip-Chip-Technik auf dem Tragersubstrat
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aufzubringen, diese mit dem Tragersubstrat elektrisch zu
verbinden und zwischen Chip und Oberfliache des
Tragersubstrats einen abgeschlossenen Hohlraum auszubilden.
Auf dem Tragersubstrat konnen neben dem in Flip-Chip-Technik
aufgebrachten Bauelementchip noch weitere Bauelemente

angeordnet sein.

Die elektrische Verbindung zwischen dem Bauelementchip und
dem Tragersubstrat erfolgt durch Stitzelemente, die auf der

Oberflache des Chips aufgebracht sind.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist auch der Stitzrahmen
mit dem Tragersubstrat mechanisch fest verbunden und z. B.
verlotet. Das Verldten des Stitzrahmens mit dem
Tragersubstrat dient hauptsdchlich einer mechanischen
Befestigung des Stiitzrahmens. Dabei ist es aber in der Regel

auch moéglich, dass der Rahmen mit Masse verbunden ist.

Ist der Bauelementchip mit dem Tragersubstrat verbunden, so
bildet der Stiitzrahmen einen Hohlraum aus, in dem die
Bauelementstrukturen gegen aulere Einfliisse geschiitzt sind.
Unter einer Bauelementstruktur versteht man im Sinne dieser
Anmeldung insbesondere eine mikroelektromechanische
Komponente (MEMS Bauelement) und/oder mit akustischen Wellen
arbeitende elektroakustische Bauelementstrukturen,
beispielsweise einen mit akustischen Volumenwellen
arbeitenden Resonator oder einen mit akustischen
Oberfldchenwellen arbeitenden Wandler - SAW Wandler.
Mikroelektromechanische Komponenten kénnen Sensoren und
Aktoren umfassen, die in der Regel mechanisch empfindlich
sind oder flir ihre Funktion im verkapselten Zustand beweglich

bleiben missen.
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Um die Bauelemente noch besser zu schiitzen, sind der
Bauelementchip sowie der Modultrager groBfldchig mit einer
Verkapselungsschicht bedeckt. Bei dieser Verkapselungsschicht
handelt es sich beispielsweise um eine Glob Top-Masse. Diese
kann ein flissig verarbeitbares und thermisch hartbares Harz

umfassen, z. B. auf Epoxidbasis.

Vorzugsweise bestehen die Stiitzelemente sowie der Stiitzrahmen
im Wesentlichen aus Metall, insbesondere aus Kupfer. An ihren
dem Tragersubstrat zugewandten Enden kann zusatzlich

Lotmaterial aufgebracht sein.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur
Herstellung eines oben beschriebenen Moduls. Erfindungsgemal
werden dabei ein Stitzrahmen und Stitzelemente auf der zum
Tragersubstrat weisenden Oberfldche des Rauelementchips in
einem gemeinsamen Verfahrensschritt erzeugt, sodass ihre
Hohen ilbereinstimmen. Da Stitzrahmen und Stiitzelemente in
ihren Hohen aufeinander abgestimmt sind, kann sich bei der
Verbindung mit der planen Oberfldche des Tragersubstrats ein
hermetisch abgedichteter Hohlraum ausbilden. Der
Bauelementchip wird im Flip-Chip-Verfahren auf das
Tragersubstrat montiert, wobei iiber die Stiitzelemente eine
elektrische Verbindung zwischen den Bauelementstrukturen und
der elektrischen Verdrahtung des Tragersubstrats hergestellt

wird.

Das Tragersubstrat weist eine integrierte elektrische
Verdrahtung auf. Dazu kann es mehrlagig ausgebildet sein,
wobei auf zwischen und unter einzelnen Lagen eines mechanisch
stabilen und elektrisch isolierenden Materials strukturierte
Metallisierungsebenen vorgesehen sind, die eine entsprechende

Verdrahtung realisieren. Die einzelnen Metallisierungsebenen
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sind iber vorzugsweise gegeneinander versetzte
Durchkontaktierungen miteinander verbunden, so dass ein
elektrischer Kontakt fir auf der Oberflache des
Tragersubstrats aufgebrachte metallische Anschlussfldchen und
auf der Unterseite des Tragersubstrats angeordnete

AuBenkontakte hergestellt ist.

In den Metallisierungsebenen kann die Metallisierung zudem zu
passiven elektrischen Komponenten wie Widerstanden,
Induktivitdten und Kapazitaten strukturiert sein, die
zusammen eine Schaltung oder einen Teil einer Schaltung
realisieren. Die Schaltung ist vorzugsweise mit dem

Bauelementchip verbunden und wirkt mit diesem zusammen.

Als mechanisch stabiles Material ist ein insbesondere
hochgefiilltes Kunststoffmaterial mit geringer Wasseraufnahme,
geringer Gaspermeabilitdt und einem anpassbaren thermischen
Ausdehnungskoeffizienten (z. B. LCP (liquid crystal polymer))
oder eine Keramik, wie insbesondere eine HTCC (high
temperature cofired ceramic) oder eine LTCC (low temperature

cofired ceramic) geeignet.

Die Anschlussmetallisierungen auf der Oberseite des
Tragersubstrats weisen eine 10t- oder bondbare Oberfléache
auf, insbesondere eine UBM-Metallisierung (under bump
metallization). Bereiche dieser Metallisierungsschicht werden

zu Anschluss—- oder Kontaktfladchen strukturiert.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens wird auf der Oberflache
des Tragersubstrats eine metallische Wachstumsschicht oder
Seedlayer flir eine spatere Metallisierung aufgebracht,
beispielsweise stromlos oder in einem PVD-Verfahren. Uber

dieser Wachstumsschicht wird ein galvanostabiler Resist
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aufgebracht und entsprechend der gewlinschten Struktur des
Stiitzrahmens und der Stitzelemente strukturiert, z. B.
mittels Laserlithographie. Bei nicht verzogenem
Tragersubstrat kann auch tber eine Maske photolithographisch

belichtet werden.

Im nachsten Schritt wird die Wachstumsschicht galvanisch
verstarkt, beispielsweise durch galvanisches Abscheiden von
Kupfer. Als Deckschicht kann noch eine Passivierungsschicht

auf das Kupfer aufgebracht werden, beispielsweise aus Nickel.

AnschlieBend kann ein Planarisierungsverfahren durchgefiihrt
werden, bei dem die Oberfladchen des Galvanikresists und der
verstarkten Wachstumsschicht so weit abgetragen werden, bis
eine insgesamt plane Oberflache erzeugt ist. Anschlielend

wird der Galvanikresist entfernt und die darunter liegenden

Reste der Wachstumsschicht weggeatzt.

Durch die Planarisierung entsteht auf dem Bauelementchip ein
Stiitzrahmen und Stitzelemente mit einer planen Oberflache, so
dass diese biindig oder nahezu blindig mit der ebenso planen

Oberfldche des Tragersubstrats abschlielen kodnnen.

AnschlieBend werden die Stiitzelemente mit dem Tragersubstrat
elektrisch verbunden. In einer Ausfihrung der vorliegenden
Erfindung wird im gleichen Schritt auch der Stitzrahmen mit
dem Tragersubstrat verldtet. Der Bauelementchip und das
Tragersubstrat koénnen elektrisch idber die Stiitzelemente
miteinander verbunden sein, wobei gleichzeitig eine
mechanische Stabilitat erzielt und ferner ein Hohlraum
zwischen Stiitzrahmen, Bauelementchip und Tragersubstrat

eingeschlossen wird. In diesem Hohlraum sind die
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Bauelementstrukturen geschiitzt und haben geniigend Freiraum

fiir funktionsbedingte Auslenkungen oder Schwingungen.

Es ist méglich auf dem Tragersubstrat neben dem hier
beschriebenen Bauelementchip weitere Bauelemente
aufzubringen. Zur Verbesserung des mechanischen Schutzes kann
nun noch eine Verkapselungsschicht gemeinsam {iber den
Bauelementchip und die weiteren Bauelemente aufgebracht
werden. Dabei kann es sich beigpielsweise um eine Glob Top-

Abdeckung handeln.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfihrungsbei-
spielen und der dazugehdrigen Figuren naher erldutert. Die
Figuren zeigen anhand schematischer und nicht maBstabs-
getreuer Darstellungen verschiedene Ausfiihrungsbeispiele der

Erfindung.

Es zeigen:

Figur 1 einen Bauelementchip mit Stitzelementen und einem

Stutzrahmen,

Figur 2 das erfindungsgemale Modul in unverbundenem

Zustand,

Figur 3 das erfindungsgeméafBe Modul, bei dem der
Bauelementchip mit dem Tragersubstrat verbunden
wurde und eine Verkapselungsschicht aufgebracht

wurde.

Figur 1 zeigt einen Bauelementchip 1 als nackten Chip,
sogenannten bare die. Bei dem in Figur 1 dargestellten

Bauelementchip 1 handelt es sich hier um ein SAW-Filter, das
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auf seiner Oberseite 2 Bauelementstrukturen 3 aufweist. Die
Oberseite 2 des Bauelementchips 1 weist ferner einen
Stlitzrahmen 4 sowie Stlitzelemente 5 auf. Die Stlitzelemente
kénnen auf Anschlussfldchen der Bauelementstrukturen

aufsitzen oder elektrisch mit diesen verbunden sein.

Stiitzrahmen 4 und Stitzelemente 5 sind in ihrer Hohe
aufeinander abgestimmt, da sie in einem gemeinsamen
Verfahrensschritt hergestellt werden und gegebenenfalls noch
planarisiert wurden. Stitzrahmen 4 und Stitzelemente 5
iberragen die Bauelementstrukturen 3 in der Hohe. Die
Bauelementstrukturen 3 sind innerhalb des Rahmens 4

angeordnet.

Figur 2 zeigt das erfindungsgemdBe Modul im Querschnitt in
einem Verfahrensschritt vor dem Aufbonden bzw. Aufldten des
Bauelementchips. Der Bauelementchip 1 wird auf einem
Tragersubstrat © aufgebondet bzw. aufgeldtet. Das
Tragersubstrat 6 kann ein- oder mehrschichtig ausgebildet
sein. Auf der Oberfliche 7 des Tragersubstrats 6 sind

Anschluss—- oder Kontaktfladchen 8 strukturiert.

Die Stlitzelemente 5 sowie der Stitzrahmen 4 auf dem
Bauelementchip 1 sind derart angeordnet, dass sie sich mit
den Anschluss- oder Kontaktflachen 8 des Tragersubstrats 6

verbinden lassen.

Die StlUtzelemente 5 sowie der Stitzrahmen 4 bestehen im
Wesentlichen aus Metall, insbesondere aus Kupfer. An ihren
den Tragersubstrat 6 zugewandten Enden befindet sich in

dieser Ausfihrung Létmaterial 9.
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Figur 3 zeigt das Modul in einem spéadteren Verfahrensschritt,
bei dem der Bauelementchip 1 mit dem Tragersubstrat 6
verlotet ist und bei dem ferner eine Verkapselungsschicht 10
iber dem Bauelementchip aufgebracht wurde. Durch das Verloten
der Stitzelemente 5 sowie des Stitzrahmens 4 mit dem
Tragersubstrat 6 wird eine elektrische Verbindung zwischen
den Bauelementstrukturen 3 des Bauelementchips 1 und dem
Tragersubstrat 6 hergestellt. Im gleichen Schritt wird ferner
ein Hohlraum 11 ausgebildet zwischen Stitzrahmen 4,
Bauelementchip 1 und Tragersubstrat 6. In diesen Hohlraum 11
sind die Bauelementstrukturen 3 vor aulBeren Einfliissen
geschiitzt. Es ist somit flir ein Modul mdglich, den
mechanischen Schutz der Bauelementstrukturen 3 sowie die
elektrische Verbindung zu den Bauelementstrukturen 3 in einem

gemeinsamen Verfahrensschritt zu gewahrleisten.

Bei dem erfindungsgemalen Modul kénnen ein oder mehrere bare
dies in Flip-Chip Verfahren auf dem Tragersubstrat ©
aufgebracht werden. Auf diese Weise konnen unndétige Gehause
flir die nackten Bauelementchips 1 eingespart werden.
Dementsprechend ist es moglich, die Bauelemente mit einer
hoheren Packdichte auf den Modultrdger anzuordnen. Deg
Weiteren kann die HOhe des Moduls reduziert werden. Dariber
hinaus kénnen aber dennoch diskrete Bauelemente im SMD

Verfahren auf dem Tragersubstrat aufgebracht werden.

Als mechanischer Schutz wird zusatzlich eine
Verkapselungsschicht 10 auf das Modul aufgebracht. Dabei kann
es sich um eine Polymerverbindung, eine Folie oder ein Harz

handeln, beispielsweise eine Glob Top-Schicht.
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Bezugszeichenliste

1 Bauelementchip

2 Oberseite des Bauelementchips 1
3 Bauelementstrukturen

4 Stitzrahmen

5 Stiutzelemente

6 Tragersubstrat

7 Oberfldache des Tragersubstrats 6
38 Anschluss- oder Kontaktflédche

9 Lotmaterial

10 Verkapselungsschicht

11 Hohlraum
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Patentanspriiche

1. Modul mit
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e ecinem Tragersubstrat (6), das eine elektrische

Verdrahtung aufweist, und

¢ cinem in Flip-Chip-Technik auf dem Tragersubstrat
(6) montierten Bauelementchip (1), der auf seiner
zum Tragersubstrat (6) weisenden Oberfldche (2)
Bauelementstrukturen (3), einen StUtzrahmen (4) und
Stitzelemente (5) aufweist, wobeil die Stitzelemente
(5) eine elektrische Verbindung zwischen den
Bauelementstrukturen (3) und der elektrischen
Verdrahtung des Tragersubstrats (6) herstellen und
wobei die HOhe der Stitzelemente (5) und die Hohe

des Stutzrahmens (4) Ubereinstimmen.

Modul gema&l Anspruch 1,
bei dem der Stiitzrahmen (4) mit dem Tragersubstrat (6)

verldtet ist.

Modul gemadll einem der Anspruch 1 oder 2,
bei dem eine Verkapselungsschicht (10) den

Bauelementchip (1) und das Tragersubstrat (6) bedeckt.

Modul gemall einem der Anspriiche 1-3,
bei dem ein Hohlraum (11) zwischen Stitzrahmen (4),
Bauelementchip (1) und Tradgersubstrat (6) eingeschlossen

ist.

Modul gemal einem der Anspriiche 1-4,
bei dem der StUtzrahmen (4) und die Stitzelemente (5) im

Wesentlichen aus Metall bestehen.
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6. Modul gemal einem der Anspriche 1-5,
bei dem es sich bei dem Bauelementchip (1) um einen SAW-

Filter-Chip oder einen MEMS-Chip handelt.

7. Verfahren zur Herstellung eines Moduls,

e bei dem ein Tragersubstrat (6) mit einer

elektrische Verdrahtung vorgesehen wird,

¢ Dbei dem zumindest ein Bauelementchip (1), der auf
seiner zum Tragersubstrat (6) weisenden Oberflache
(2) Bauelementstrukturen (3) aufweist, vorgesehen
wird,

e bei dem auf der zum Tragersubstrat (6) weisenden
Oberflache (2) des Bauelementchips (1) in einem
gemeinsamen Verfahrensschritt ein Stiitzrahmen (4)
und Stitzelemente (5) erzeugt werden, die in ihrer
Hohen Ubereinstimmen, und

¢ bei dem der Bauelementchip (1) im Flip-Chip-
Verfahren auf das Tragersubstrat (6) montiert wird,
wobei iUber die Stitzelemente (5) eine elektrische
Verbindung zwischen den Bauelementstrukturen (3)
und der elektrischen Verdrahtung des

Tragersubstrats (6) hergestellt wird.

8. Verfahren gemdl Anspruch 7,
bei dem auf das Tragersubstrat (6) eine
Metallisierungsschicht aufgebracht ist und Bereiche der
Metallisierungsschicht zu Anschluss- oder Kontaktflachen

(8) strukturiert werden.

9. Verfahren gemall einem der Anspriiche 7 oder 8§,
bei dem auf dem Bauelementchip (1) eine metallische

Wachstumsschicht aufgebracht wird.
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10.

11.

12.

13.

14.

Verfahren gemall einem der Anspriiche 7 oder 8§,

bei dem auf dem Bauelementchip (1) zur Herstellung des
Stiitzrahmens (4) und der Stitzelemente (5) eine den
Stiitzrahmen (4) und die Stiitzelemente (5) aussparende
Abformmaske - Galvanikresist - lithographisch erzeugt
wird, bei dem die metallische Wachstumsschicht
galvanisch verstarkt wird, und bei dem die Abformmaske

entfernt wird.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 7-10,
bei dem die Stitzelemente (5) und der Stitzrahmen (4)

durch ein mechanisches Verfahren planarisiert werden.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 7-11,

bei dem der Stiitzrahmen (4) mit dem Tragersubstrat (6)
verldotet wird, wobeil ein Hohlraum (11) zwischen
Stiitzrahmen (4), Bauelementchip (1) und Tragersubstrat

(6) eingeschlossen wird.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 7-12,
bei dem eine Verkapselungsschicht (10) auf den
Bauelementchip (1) und das Tragersubstrat (6)

groRflachig aufgebracht wird.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 7-12,

bei dem auf dem Tragersubstrat (6) weitere elektrische
Bauelemente aufgebracht werden und bei dem eine
Verkapselungsschicht (10) auf den Bauelementchip (1),
den weiteren elektrischen Bauelementen und das

Tragersubstrat (6) groBflachig aufgebracht wird.
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15. Verfahren gemdll einem der Anspriiche 7-14,
bei dem es sich bei dem Bauelementchip (1) um einen SAW-

Filter-Chip handelt.
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